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【はじめに】グラファイト状窒化炭素（g-C3N4）は、エネルギーバンドギャップが約 2.7 eV の半

導体の性質を持っており 1)2)、光半導体デバイス材料として応用が期待できる。我々はグアニジン

炭酸塩を原料として大気圧にて g-C3N4薄膜を合成してきたが、膜の高品質化を目指し真空蒸着法

にて g-C3N4薄膜の合成を行い、その電気伝導の評価を行った。  

【実験】グアニジン炭酸塩を熱重合させることで g-C3N4が生成することを基本として薄膜合成を

行う 3)。グアニジン炭酸塩を大気圧で加熱させて、ある程度重合化させた粉末を蒸着源としてい

る 3)。合成は石英管を 3ゾーン管状炉に入れて 1 Pa以下バックグランドの真空中で蒸着源と基板

を離して置き、それぞれ異なる温度で加熱しながら合成を行った。基板には石英ガラスを用いた。

その後、合成した薄膜上に 50μm のギャップ型のアルミニウム電極を真空蒸着に形成し、I-V 特

性、分光感度の測定を行った。分光感度は単色光を薄膜に照射しその時の光電流を照射した光強

度(W/m2)で割って波長ごと求めたものである。 

【結果】I-V特性は比例してその傾きから導電率を導出した。蒸着源を 600℃一定として基板温度

350から 450℃変化させた試料の暗伝導は 約 2×10-8 S/mであり、測定のばらつきの範囲内の変化

であった。一方でこの暗伝導は大気下での合成した g-C3N4薄膜に比べ 2桁以上大きい。図 1にこ

の試料の分光感度のスペクトルを示す。また、透過率・反射率スペクトルから求めた光吸収スペ

クトルも載せている。光吸収スペクトルから

薄膜のバンドギャップは 2.7 eV と見積もられ

る。光電流の立ち上りはほぼ光吸収の立ち上

りに対応しており、バンド間遷移で生成した

キャリアが電流に寄与している。本研究の一

部は、JSPS 科研費 15K06005 による助成によ

り実施した。 
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Figure 1 Comparison of spectral sensitivity 

and optical absorption spectra 
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